CAD PROSTREDKY A STANDARDY PRO NAVRH ANALOGOVYCH A
SMISENYCH INTEGROVANYCH OBVODU, MOBILNI IO S NiZKOU
SPOTREBOU, VERIFIKACE NAVRHU. TECHNOLOGICKA REALIZACE,
VERIFIKACE INTEGROVANYCH SYSTEMU, PROBLEMATIKA PREVODU
NAVRHU SYSTEMU MEZI JEDNOTLIVYMI TECHNOLOGIEMI.
(A4M341SC)

CADENCE VIRTUOSO PLATFORM
e nastroj pro modelovani integrovanych obvodi vCetné schémat, modelovani chovani
(Verilog-AMS), simulace obvodd, fyzické ovéreni apod.
e pouziva se pro analogové, ale i smiSené integrované obvody, RF, paméti a FPGA
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e Sytém Cadence obsahuje urcité knihovny, které obsahuji néjaké soucastky, ty naptriklad
odpovidaji urcité vyrobni technologii a uvnitf ni nalezneme soucastky, které jsou v ni
pouzitelné

o pokud tedy navrhujeme integrovany obvod, ktery se bude vyrabét v té které
technologii, jsme omezeni pfi navrhu obsahem té které knihovny

MOBILNI IO S NiZKOU SPOTREBOU
M



VERIFIKACE NAVRHU
e DRC - Kontrola navrhovych pravidel
e LVS - Layout vs schema - kontrola zapojeni
e ERC - Electric Rules Check
e Analyza metalického propojeni (proudova hustota, ibytek napéti)
e Dynamicka ¢asova analyza
e Analyza spotieby
e Pro vybrané bloky simulace na urovni tranzistord
e Verifikace pro nizkou spotrebu

Verifikace

Verifikace na riznych drovnich abstrakce

VERIFIKACNI TECHNIKY

e Simulace (funkéni a ¢asova)
o Behavioral
o RTL
o Gate-level (pre-layout a post-layout)
o Switch-level
o Transistor-level

e Formalni verifikace (funk¢ni)

e Staticka Casova analyza STA (¢asova)

TECHNOLOGICKA REALIZACE

CMOS

Technologie CMOS je vSeobecné velmi dobfe znama a vyuziva se ve vétsiné polovodicovych
soucastek, nékdy i v kombinaci s dal$imi technologiemi. Jejim zdkladem je symetrické
usporadani komplementarnich unipolarnich tranzistortt PMOS (MOSFET s kanalem vodivosti P)
a NMOS (MOSFET s kanalem vodivosti N).

SOI



Silicon on Insulator (SOI) je polovodicova sendvicova technologie vyznamné vylepSujici
vlastnosti klasické objemové kifemikové (CMOS) technologie. V souc¢asné dobé se vyuziva hlavné
pro vykonnéjsi nizkoprikonové (dynamické) obvody, které nelze klasickou objemovou CMOS
strukturou vytvorit. Hlavni charakteristikou SOI je umisténi tenké nevodivové vrstvy (izolantu),
jakym je naptiklad oxid kifemiku nebo sklo mezi tenkou vrstvou kiemiku a kitemikového
substratu. Tato struktura pomaha snizit mnozstvi elektrického naboje, ktery se presouva béhem
prepnuti tranzistoru, ¢imz se zrychluje jak proces prepnuti, tak je k tomu nutné vynalozit méné
energie. Obvody zaloZené na SOI jsou obvykle o 15% rychlejsi a o 20% spotirebuji méné vykonu
nez stejny obvod vyrobeny béZnou objemovou kiremikovou CMOS technologii. Naopak
technologie SOI je ndkladnéjsi na vyrobu, takze i soucastky jsou samoziejmé drazsi. Proto se
vyuziva jen tam, kde je to bezpodminécné nutné, jako u high-end aplikacich, jako jsou prenosné
pocitacCe nebo prirucni rychlé nebo piresné mérici pristroje.

SIGE
Pro vytvoreni velmi rychlych jednocipovych analogové-digitalnich integrovanych obvodt se
vyuziva spojeni kiremiku s jinym vyznamnym polovodicovym materidlem, germaniem.

VERIFIKACE INTEGROVANYCH SYSTEMU
M

PROBLEMATIKA PREVODU MEZI JEDNOTLIVYMI TECHNOLOGIEMI

Technologie SOI piedstavuje diistojného nastupce technologii CMOS. Technologie je vhodna pro
vykoné systémy u nichz je snaha o co nejvyssi pracovni kmitocet. Pfechod na tuto technologii je
snazsi pravé diky jisté navaznosti na CMOS. Je treba ale postupovat uvazlivé protoZe chovani
tranzistort vyrobenych touto technologii vykazuje oproti klasické technologii CMOS jisté
odlisnosti, se kterymi se musi navrhat vyrovnat. Nékteré parazitni jevy jsou potlaceny, ale je vice
téch které nemaji v CMOS protéjsek. Je tieba také kvalitativné zcela jiny pristup k tranzistoru,
protoze konkrétni chovani neni ovlivnéno jen potenciadlem fidich elektrod a technologickymi
parametry ale i predchozim stavem tranzistoru a ndbojem obsazenym v téle tranzistoru.



